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采用6引脚S0T封装的节能PWM控制器 
描述 

NE1102 是一款电流模式的高集成脉宽控制调节器，
适用于功率为65W的开关电源。在轻载条件下，控
制器根据输出功率变化采用最优化的开关频率来实
现低待机功耗与高效率。这种节能工作模式能让电
源极易实现国际能源法规的要求。 
 
 
 
NE1102可以兼容市场上很多6引脚控制器，芯片有
一个专门的“保护”脚来实现各种保护功能。设计
者可以使用这个“保护”脚实现闭锁或自动恢复功
能来增强电源的可靠性和稳定性。  
 
 
 
NE1102 为SOT-26封装，65K与100K频率可供选
择，具备优秀的频率抖动功能来减小EMI器件。 
 

封装 

 

特征 

 卓越的驱动能力 
 8uA启动电流 
 0.8mA工作电流  
 较低的待机功耗 
 内置斜率补偿 
 多功能的保护 (OTP, OVP, OLP) 
 内置 200nS的前沿消隐时间 
 最小25K的开关频率 
 保护发生时的精确电流迟滞功能 
 内置4mS软启动 
 逐周期的电流限制功能 
 频率抖动功能   

 
 
 
应用 

 通用型开关电源 
 交流转直流适配器，笔记本电脑适配器 
 电池充电器 
 液晶显示器,机顶盒,电动工具电源 
 开放式开关电源   
 电视, 计算机, 家用电器的辅助电源 

 

典型应用线路 
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极限工作范围 (注释 1) 

 VCC 供电电压…….…………………….……30V 
 Gate 脚…………..………………-0.3~Vcc+0.3V 
 FB, Latch, CS 脚……………..…….. -0.3V~7V 
 工作电流 (6 脚接 1nF 电容负载) …..….2.5mA 
 节点温度范围…………………..… -40℃~150℃ 
 引线温度 (无铅锡焊波峰焊 10sec)……...260℃ 
 储存温度范围……………….……..-65℃~150℃ 
 静电能力 (注释 2) 

人体模式静电防护……………………..……3KV 
机械模式静电防护…………………….……300V 
 
 

封装信息 

 发散功耗,  
环境温度 25℃, SOT26……...……….0.4W 

 封装热阻 (注释 4) 
SOT26, θJA..................................250℃/W 
 

推荐条件 (注释 3): 
 Vcc 供电电压范围……………….11V~18V 
 环境温度范围..……………… - 40C to 85C 

订货信息 

料号 频率 过温保护 开环保护 最小包装 丝印 

NE1102E-H2 65kHZ 自动恢复 自动恢复  3000pcs/盘 AEWXN 

NE1102F-H2 65kHZ 闭锁 自动恢复 3000pcs/盘 AFWXN 

NE1102N-H2 100kHZ 自动恢复 自动恢复  3000pcs/盘 ANWXN 

NE1102P-H2 100kHZ 闭锁 自动恢复  3000pcs/盘 APWXN 

标识信息及脚位图 

 

引脚名称 引脚位 引脚功能 

GND 1 地 

FB 2 电压回馈脚.连接光耦调节输出电压 

Protection 3 保护脚（实现过压,过温保护功能）. 

CS 4 电流检测脚 

VCC 5 芯片供电脚 

Gate 6 芯片驱动外部 Mos 脚 
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电气特性  

除非有特殊说明，所有测试条件为 Tj=25℃,Vcc=13V. 

 

供电部分 

参数 符号 脚位 最小 典型 最大 单位

VCC过压保护触发电压 VCC (ovp) 5 23.5 25 26.5 V 

VCC过压保护去抖时间 (注释 6) TVCC(ovp) 5  20  uS 

VCC电压上升，开启电压 VCC (on) 5 13.5 15 16.5 V 

开启后最小的VCC电压 VCC (min) 5 9 10 11 V 

内部闭锁复位电压 VCC (reset) 5  5  V 

VCC为7V时，芯片的操作电流 Istart1 5   2 µA 

VCC为Vcc-0.1v时，芯片的操作电流 Istart2 5  8 15 µA 

VFB为3V (6脚接1nF负载)时，芯片的操作电流  Icc1 5  1.4 1.8 mA

VFB为3V (6脚无负载)时，芯片的操作电流  Icc2 5  0.6 1 mA

VCC为6V，闭锁模式的操作电流 Icc3 5 10 20 30 uA 

VFB为0V ，芯片待机时的操作电流 Icc_burst 5 350 450 550 uA 

VCC为7.5V，闭锁保护的电流 Isink_lat 5  2  mA

闭锁保护模式VCC的电压 Vcc_lat 5 6 7 8 V 

 
 
驱动部分 

特性 符号 脚位 最小 典型 最大 单位

Vcc 为17V，驱动的最大电压 Vclamp 6 13 14.5 16 V 

CL=1.0nF, 电压10%-90%，上升时间(注释6) Tr 6  60 80 nS 

CL=1.0nF, 电压90%-10%，下降时间(注释6) Tf 6  40 60 nS 

 

 

电流检测 

特性 符号 脚位 最小 典型 最大 单位

最大的内部电流限制点 (2脚开路) Vlimit_Max 4 0.79 0.85  0.91 V 

最小的内部电流限制点(2 脚开路) Vlimit_min 4 0.55 0.6 0.65 V 

CS检测至关闭驱动时间(注释6) TCS(delay) 4  100  ns 

前沿消隐时间 (注释6) TLEB 4  200  ns 

频率65K， 占空比最大，斜坡补偿内部电流 (注释6) Iramp1 4 68 73 78 µA 

频率100K，占空比最大，斜坡补偿内部电流 (注释6) Iramp2 4 73 78 83 µA 
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内部振荡器 

特征 符号 脚位 最小 典型 最大 单位

VFB> 1.5 V，65K振荡频率 FOSC1 6 60 65 70 kHz

VFB> 1.5 V，100K振荡频率 FOSC2 6 93 100 107 kHz

VFB为0.8V时，最小振荡频率 FOSCG 6 23 26 29 kHz

Vcc为11-20V时，频率电压的稳定性(注释6)  -   2 % 

进入待机模式的电压  Vburst_in 2 0.72 0.8 0.88 V 

离开待机模式的电压 Vburst_off 2 0.92 1 1.08 V 

频率抖动百分比 Fjitter -  ±5  % 

抖动开关频率 Fswing -  4  msec

最大占空比 Dmax - 76 80 84 % 

 

反馈部分 (FB 脚) 

特征 符号 脚位 最小 典型 最大 单位

内部上拉电阻值 RUP 2  20  KΩ

FB至CS脚电压分配比 VRATION 2  4   

最大VFB电压 VFB(max) 2 3.6 4 4.4 V 

内部软启动时间 TSS -  4  ms

 

保护 

特征 符号 脚位 最小 典型 最大 单位

过温保护关闭时最大漏电流 (pin1=1.5V) (注释5) IOTP 3 95 100 105 µA 

过温保护恢复电流 IOTP_Rec 3 36 40 44 µA 

过温保护触发电压 VOTP 3 1.05 1.15 1.25 V 

过温保护去抖时间 (注释6) TOTP 3  20  µS 

闭锁时电压 VHOLD 3  2  V 

过压保护闭锁电压 VOVP 3 2.3 2.5 2.75 V 

过压保护去抖时间 (注释6) TOVP 3  20  µS 

开环保护去抖时间 TFB(OLP) 3 100 120 150 mS

内部温度关闭，温度最大值 (注释6) TSD 3-  150  °C 

内部温度关闭迟滞 (注释6) TSD_HYS 3-  30  °C 

 

注释 1:芯片超过最大绝对额定值可能导致损耗. 

注释 2: 芯片对静电是敏感的，推荐采取预防静电处理，人体静电模式是对每一个引脚通过 1.5K 电阻 100pF 的泻放电  

注释 3: 超过工作条件，芯片功能不能绝对保证. 

注释 4: 在 25℃自然对流环境下，按照 JEDEC51-3 热工测试标准，在一个低效率的单层导热测量板测试的 QJA 

注释 5: 过温保护参数选择 100℃阻抗为 8.8K 欧的 TTC03-474 

注释 6: 设计确定. 
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内部结构图 
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典型特性 
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使用说明 

启动 

最大启动电流为15uA，由于启动电流小，使

用较大的启动电阻能减小损耗，电流通过启

动电阻Rstart给C1充电，Rstart 计算如下：  

启动时间由 Rstart and C1确定， 调节这些元

件可以改变启动时间。.  

 
               

欠压闭锁和软启动 

NE1102使用15V的启动电压和10V的欠压

闭锁，这样可以保证MOSFET完全开启，减

少损耗。一旦电压确立，芯片开始4mS软启

动  
 

驱动钳位 

理论情况下，驱动MOSFET电压为12V，能

达到最好的性能。NE1102的最大钳位驱动电

压为13.5V，钳位驱动能防止超过MOSFET
的最大驱动电压。 
 

过压保护 

NE1102 的Vcc具有过压保护功能。当VCC
电压过高，芯片就进入保护模式，为了避免

杂讯的干扰，过压保护功具有20uS的去抖时

间。 

开环保护 

NE1102具有开环保护的功能.。当开环发生

超过100mS，保护功能将被触发。开环保护

可选择自动恢复或闭锁。  
 
开环保护闭锁模式 

        
开环保护可恢复模式 

        

过温保护 

NE1102具有内部及外部的过温保护功能，外

部的过温保护是通过一个负温度系数的元件

实现，推荐470K的热敏电阻。内部的整流器

提供热敏电阻2.2V电压和100uA电流，热敏

电阻的电压值低于1.2V时，将停止工作。

NE1102提供两种保护方式，一种是等待元件

冷却后再开始工作;另一种是电源会一直闭

锁除非再次插拔电源交流插头。  

     > 15uA 
Vbulk Vunlo_on−

Rstart
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过温保护闭锁模式 

 
                  

过温保护非闭锁模式 

 

 
                   
 
 

待机模式 

当FB脚电压低于0.8V，NE1102将进入节能

待机模式。高于1V，芯片将离开待机模式。 
 
 

 

 

 

开启时序 

 

                    

斜率补偿 

斜率补偿是基于斜坡电流通过Rs与R1补偿，

补偿电压计算公式如下： 
   

Vs=Irampx(Rs +R1) x Don / Dmax 

 

边沿消隐时间  

边沿消隐时间是用来防止控制器逐电流反馈

时发生错误的动作。NE1102构建了一个

200nS的消隐时间避免误动作和减少电阻-
电容滤波器中的电容值。  
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封装信息 

SOT26 

 
 
 
包装带及包装盘的尺寸 
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